
સ"#ય ઘટકાે *ન,-ય ઘટકાે

• કામ કરવા માટે બા) પાવર +ાેતની જ0ર પડે છે • બા) પાવર +ાેતની જ0ર પડતી નથી

• ઇલે678કલ 9સ;લને માેટા કરી શકે છે અને >ાેસેસ કરી શકે છે • 9સ;લને માેટા કરી શકતા નથી અથવા >ાેસેસ કરી શકતા નથી

• ઉદાહરણ: ટ8 ાCDEર, ડાયાેડ, ICs • ઉદાહરણ: રે9સEર, કેપે9સટર, ઇG7ર

મટી"રયલ ટાઇપ કેપે4સટર 5કાર સામા6 ઉપયાેગાે

સેરાHમક સેરાHમક IડJ, મKLલેયર બાયપાસ, કપMલN ગ, હાઈ QીRSી

TાUEક IફW પાેMલઅેEર, પાેMલ>ાેHપલીન, ટેXલાેન ટાઈHમN ગ, IફLIરNગ, >ી9સઝન

ઇલે78ાેMલIટક અેZુHમIનયમ, ટે\ાલમ પાવર સTાય, DC ]લાેIકN ગ, હાઈ કેપે9સટS

પેપર પેપર ડાયલે678ક જૂના ઉપકરણાેમાં, હવે સામા` નથી

માઈકા 9સaવડb  માઈકા હાઈ >ી9સઝન RF સIકc ટ્સ

eલાસ eલાસ ડાયલે678ક હાઈ વાેLેજ અેfTકેશન

59ન 1(a) [3 ગુણ]  
સ"#ય અને *ન,-ય ઘટકાેન ે=ા>ા?યત કરા.ે

જવાબ:

મેમરી ટD ીક: "APE" - Active needs Power to Enhance signals

59ન 1(b) [4 ગુણ]  
વપરાયેલ સામEી પર અાધા"રત કેપે4સટરના 5કારા ેવણGવાે.

જવાબ:

ટેબલ: સામEી અાધા"રત કેપે4સટરના 5કારાે

મેમરી ટD ીક: "CEPPMG" - Ceramic Electrolytic Paper Plastic Mica Glass

59ન 1(c) [7 ગુણ]  
રે4સHર કલર કાે"ડJ ગ ટેક*નક ઉદાહરણ સાથ ેસમNવાે.

જવાબ:

રે9સEર કલર કાેડ રે9સES મૂZ, ટાેલરS અને gવhસનીયતા દશાbવવા માટે રંગીન બેGનાે ઉપયાેગ કરે છે.

ટેબલ: HાOડG  રે4સHર કલર કાેડ
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રંગ અંક મૂR મ,STાયર ટાેલરU

કાળાે 0 ×10⁰ (1) -

jાઉન 1 ×10¹ (10) ±1%

લાલ 2 ×10² (100) ±2%

નારંગી 3 ×10³ (1,000) -

પીળાે 4 ×10⁴ (10,000) -

લીલાે 5 ×10⁵ (100,000) ±0.5%

વાદળી 6 ×10⁶ (1,000,000) ±0.25%

વાયાેલેટ 7 ×10⁷ (10,000,000) ±0.1%

kે 8 ×10⁸ (100,000,000) ±0.05%

સફેદ 9 ×10⁹ (1,000,000,000) -

સાેનેરી - ×0.1 (0.1) ±5%

ચાંદી - ×0.01 (0.01) ±10%

1st Band
First Digit

2nd Band
Second Digit

3rd Band
Multiplier

4th Band
Tolerance

ઉદાહરણ 1: લાલ-વાયાેલેટ-નારંગી-સાેનેરી

1લી બેG (લાલ) = 2

2m બેG (વાયાેલેટ) = 7

3m બેG (નારંગી) = ×1,000

4થી બેG (સાેનેરી) = ±5% ટાેલરS

મૂZ: 27 × 1,000 = 27,000Ω = 27kΩ ±5%

ઉદાહરણ 2: jાઉન-]લેક-યલાે-9સaવર

1લી બેG (jાઉન) = 1

2m બેG (]લેક) = 0

3m બેG (યલાે) = ×10,000

4થી બેG (9સaવર) = ±10% ટાેલરS

મૂZ: 10 × 10,000 = 100,000Ω = 100kΩ ±10%
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પાસું વણGન

બાંધકામ
• સેHમકG7ર મટીIરયલ (કેડHમયમ સnાઈડ) 9ઝગઝેગ પેટનbમાં Iડપાે9ઝટ
• >કાશને પસાર થવા દેવા માટે પારદશbક કેસમાં પેકેoજNગ
• સેHમકG7ર સાથે બે ટHમc નલ pેડાયેલા

કાયG 4સVાંત
• qારે >કાશની તીrતા વધે છે tારે >gતરાેધ ઘટે છે
• ફાેટાેS સેHમકG7ર સામkીમાં ઇલે78ાેS મુv કરે છે
• વધુ >કાશ = વધુ મુv ઇલે78ાેS = અાેછાે >gતરાેધ

લાW,ણકતાઅાે

• અંધકારમાં ઉw >gતરાેધ (MΩ રેx)
• તેજ >કાશમાં અાેછાે >gતરાેધ (100-5000Ω)
• >કાશની તીrતા >tે નાેન-લીIનયર >gતIyયા
• ધીમી >gતIyયા સમય (દસ HમMલસેકG)

ઉપયાેગાે

• અાેટાેમેIટક E8ીટ લાઈટ્સ
• કેમેરામાં લાઈટ મીટર
• ચાેર અેલામb 9સEમ
• IડzTેમાં અાેટાેમેIટક jાઈટનેસ કંટ8 ાેલ

Releases 
electrons

Fewer electrons released

More Light More Free Electrons Lower 
Resistance

Less Light Fewer Free Electrons Higher Resistance

મેમરી ટD ીક: "BBROY Great Britain Very Good Wife" - કલર 0-9 માટે (Black Brown Red Orange Yellow Green Blue 
Violet Gray White)

59ન 1(c) OR [7 ગુણ]  
LDR નું બાંધકામ, કાયGકારી લાW,ણકતાઅાે અને અેXTકેશન સમNવાે.

જવાબ:

લાઈટ "ડપેO[ રે4સHર (LDR)

 

મેમરી ટD ીક: "MOLD" - More light On, Less resistance Down

59ન 2(a) [3 ગુણ]  
સામEીના અાધારે રે4સHરને વગ\કૃત કરાે.

જવાબ:

ટેબલ: સામEી અાધા"રત રે4સHર વગ\કરણ
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મટી"રયલ ટાઈપ લાW,ણકતાઅાે ઉદાહરણાે

કાબbન કાે{ાે9ઝશન અાેછી IકN મત, નાેઈઝી, નબળી ટાેલરS સામા` હેતુના રે9સEર

કાબbન IફW કાબbન કાે{ાે9ઝશન કરતા ંવધુ સારી C|રતા અાેIડયાે ઉપકરણાે, સામા` સIકc ટ

મેટલ IફW ઉ}મ C|રતા, અાેછાે નાેઈઝ H>9સઝન સIકc ટ, ઈ~�મે\ેશન

મેટલ અાે�ાઈડ ઉw C|રતા, ગરમી >gતરાેધક પાવર સTાય, હાઈ વાેLેજ સIકc ટ

વાયર વાઉG ઉw પાવર રેIટNગ, ઇG67વ પાવર સIકc ટ, હીIટNગ અેMલમે\

Mથક & Mથન IફW નાના કદ, સારી C|રતા સરફેસ માઉ\ અૅfTકેશન

મેમરી ટD ીક: "CMMWTF" - Carbon Makes Much Wire To Form resistors

59ન 2(b) [4 ગુણ]  
અાપેલ રંગ કાેડ માટે રે4સHરની "કJ મતની ગણતરી કરાે. - (i) ^ાઉન, _લેક, યલાે, ગાે`ન (ii) યલાે, વાયાેલેટ, રેડ, 4સaવર

જવાબ:

ભાગ (i): ^ાઉન, _લેક, યલા,ે ગાે`ન

1લી બેG (jાઉન) = 1

2m બેG (]લેક) = 0

3m બેG (યલાે) = ×10,000

4થી બેG (ગાે�ન) = ±5% ટાેલરS

ગણતરી:
મૂZ = 10 × 10,000 = 100,000Ω = 100kΩ ±5%

ભાગ (ii): યલાે, વાયાેલેટ, રેડ, 4સaવર

1લી બેG (યલાે) = 4

2m બેG (વાયાેલેટ) = 7

3m બેG (રેડ) = ×100

4થી બેG (9સaવર) = ±10% ટાેલરS

ગણતરી:
મૂZ = 47 × 100 = 4,700Ω = 4.7kΩ ±10%

મેમરી ટD ીક: "BBROY Great Britain Very Good Wife" રંગ અનુyમ 0-9 માટે

59ન 2(c) [7 ગુણ]  
ઇલેcDાેdલટીક કેપે4સટસGનુ ંબાંધકામ અને સંચાલન સમNવા.ે

જવાબ:

ઇલેcDાેdલ"ટક કેપે4સટર બાંધકામ અને કાયG5ણાલી
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ઘટક વણGન

અેનાેડ અાે�ાઇડ લેયર (ડાયલે678ક) સાથે અેZુHમIનયમ અથવા ટે\ાલમ ફાેઇલ

કેથાેડ ઇલે78ાેલાઇટ (MલCRડ, પેE અથવા સાેMલડ) અને મેટલ ફાેઇલ

સેપરેટર ઇલે78ાેલાઇટમાં ભ�જવેલું પેપર

કે4સJ ગ ઇ�ુલેIટNગ zલીવ સાથ ેઅેZુHમIનયમ કેન

ટfમg નલ પાે9ઝIટવ (+) અને નેગેIટવ (-) લીડ્સ

Aluminum 
Foil

Anode

Oxide 
Layer

Dielectric

Electrolyte
Cathode

Aluminum Foil
Terminal Connection

કાયG વણGન

hૂiધJ ગ Iરપ�ને ઘટાડીને પ�ેIટNગ DCને �ૂધ DCમાં 0પાંતIરત કરે છે

વાેSેજ Hેjબલાઇઝેશન ઇનપુટ Xલ�ુઅેશન છતા ંC|ર અાઉટપુટ વાેLેજ pળવે છે

"રપલ "રડlન DC અાઉટપુટમાં અIન�નીય AC ઘટકાેને ઘટાડે છે

લાેડ 5ાેટેlન વાેLેજ વેIરઅેશનથી ઇલે78ાેIનક ઉપકરણાેને સુર��ત રાખે છે

કાયG5ણાલી:

1. અેનાેડ પર અાે�ાઇડ લેયર અtંત પાતળા ડાયલે678ક તરીકે કાયb કરે છે

2. માેટા સરફેસ અેIરયા અને પાતળા ડાયલે678કથી ઉw કેપે9સટS બને છે

3. qારે DC વાેLેજ (યાેeય પાેલાIરટી સાથ)ે સાથે pેડાય છે, tારે ચાજb અેકg�ત થાય છે

4. પાે9ઝIટવ Tેટ (+) નેગેIટવ ચાજbન ેઅાકષ� છે; નેગેIટવ Tેટ (-) પાે9ઝIટવ ચાજbને અાકષ� છે

 

મુ> લાW,ણકતાઅા:ે

પાેલા"રટી: યાેeય રીતે pેડાવું જ0રી (+/-)

ઉm કેપે4સટU: 1μF થી હpરાે μF

વાેSેજ મયાGદાઅાે: વધારે થવાથી jેકડાઉન

લીકેજ કરંટ: અ` કેપે9સટર >કારા ેકરતાં વધારે

મેમરી ટD ીક: "PAVE" - Polarized Aluminum with Very high capacitance and Electrolyte

59ન 2(a) OR [3 ગુણ]  
રેncફાયરમાં "ફSર સ"કg ટનું મહp જણાવા.ે

જવાબ:

રેncફાયરમાં "ફSર સ"કg ટનું મહp
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લાW,ણકતા P-type સેfમકOcર N-type સેfમકOcર

ડાેપ[ વપરાશ g�સંયાેજક ત�ાે (B, Al, Ga) પંચસંયાેજક ત�ાે (P, As, Sb)

મુ> વાહકાે હાે� (પાે9ઝIટવ ચાજb વાહકાે) ઇલે78ાેS (નેગેIટવ ચાજb વાહકાે)

ગાૈણ વાહકાે ઇલે78ાેS હાે�

વીજવાહકતા હાે�ની ગgતને કારણે ઇલે78ાેSની ગgતને કારણે

ઊNG sતર વેલેS બેG નmક અે�ે�ર અેટમ કG�ન બેG નmક ડાેનર અેટમ

ઇલેncDકલ ચાજG સમk `ૂટ8લ, પરંતુ ઇલે78ાેS �ીકારે છે સમk `ૂટ8લ, પરંતુ ઇલે78ાેS દાન કરે છે

ઘટક કાયG

ડાયાેડ્સ (D1-D4) �jજ કાેo�ગરેશનમાં ગાેઠવાયેલ ચાર ડાયાેડ

ઇનપુટ ટ8 ાSફાેમbર સેકGરીથી AC વાેLેજ

અાઉટપુટ લાેડ રે9સEર પર પ�ેIટNગ DC વાેLેજ

અાેપરેશન AC સાયકલના બંને અધbભાગને સમાન �ુવતામાં 0પાંતIરત કરે છે

મેમરી ટD ીક: "SVRL" - Smoothens Voltage by Reducing ripples for Load

59ન 2(b) OR [4 ગુણ]  
P 5કાર સેfમકOcર અને N 5કાર સેfમકOcર વmે તફાવત કરાે.

જવાબ:

ટેબલ: P-type vs N-type સેfમકOcર

મેમરી ટD ીક: "HELP-NED" - Holes Exist in Large quantities in P-type, Negative Electrons Dominate N-type

59ન 2(c) OR [7 ગુણ]  
વેવફાેuG સાથે j^જ રેncફાયરનું કાયG સમNવાે.

જવાબ:

j^જ રેncફાયર કાયG 4સVાંત

પાેvઝ"ટવ હાફ સાયકલમાં કાયG:

ડાયાેડ D1 અને D3 કG7 કરે છે

ડાયાેડ D2 અને D4 Iરવસb બાય� (અાેફ) હાેય છે

કરંટ Xલાે: AC+ → D1 → લાેડ → D3 → AC-

નેગે"ટવ હાફ સાયકલમાં કાયG:

ડાયાેડ D2 અને D4 કG7 કરે છે
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AC 
Input

D1

D3

Load

D2

D4

ડાયાેડ D1 અને D3 Iરવસb બાય� (અાેફ) હાેય છે

કરંટ Xલાે: AC- → D2 → લાેડ → D4 → AC+

 

વેવફાેuG:

ફાયદાઅાે:

AC ઇનપુટના બંને અધb સાયકલનાે ઉપયાેગ કરે છે

હાફ-વેવની તુલનામાં ઉw અાઉટપુટ વાેLેજ અને કાયb�મતા

સે\ર-ટે� ટ8 ાSફાેમbરની જ0ર નથી

મેમરી ટD ીક: "FBRO" - Four diodes, Both cycles, Rectified Output

59ન 3(a) [3 ગુણ]  
=ા>ા?યત કરાે (1) PIV (2) "રપલ ફેcર.

જવાબ:

AC Input:      _/\      _/\      _/\      
              /    \   /    \   /    \   
    0 ______/      \_/      \_/      \__
             \    /   \    /   \    /
              \__/     \__/     \__/

DC Output:     _       _       _      
              / \     / \     / \     
    0 ______/   \___/   \___/   \_____
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શw =ા>ા

PIV (પીક ઇxવસG વાેSેજ)
• Iરવસb બાયસ C|gતમાં ડાયાેડ સહન કરી શકે તે મહ}મ વાેLેજ
• ડાયાેડ jેકડાઉન અટકાવવા માટે મહ�ની રેIટNગ
• સIકc ટમાં મહ}મ Iરવસb વાેLેજ કરતાં ઉw હાેવું અાવ�યક

"રપલ ફેcર (r)
• રે67ફાયર IફLરની અસરકારકતાનું માપ
• અાઉટપુટમાં AC ઘટકના RMS મૂZથી DC ઘટકના અનુપાત
• અાેછાે Iરપલ ફે7ર વધુ સારી IફLIરNગ સૂચવે છે

Wેy વતGન લાW,ણકતાઅાે

ફાેરવડG  બાયસ સરળતાથી કરંટ વહન કરે છે
• �ેશાે� પછી કરંટમાં અે�પાેને��યલ વધારાે
• �ેશાે� વાેLેજ: 9સMલકાેન માટે ~0.7V, જમ�Iનયમ માટે ~0.3V

"રવસG બાયસ કરંટને અવરાેધે છે
• ખૂબ નાનાે લીકેજ કરંટ (μA)
• Iરવસb jેકડાઉન વાેLેજ પર jેકડાઉન

ફાેzુGલા: Iરપલ ફે7ર (r) = V₍ᵣₘₛ₎ₐ.ₖ / V₍ᵈᶜ₎

મેમરી ટD ીક: "PIR" - Peak Inverse voltage Restricts, Ripple indicates Rectification quality

59ન 3(b) [4 ગુણ]  
PN જંlન ડાયાેડની VI લાW,ણકતાઅા ેસમNવાે.

જવાબ:

PN જંlન ડાયાેડની V-I લાW,ણકતાઅાે

         Current (I)
             ↑
             |              /
             |             /
             |            /
             |           /
             |          /
             |         /
             |        /
             |       /
    ---------|------/-------→ Voltage (V)
             |    0.7V
             |/
     ________|________________________
             |
             | Small leakage current
             |
             |        Breakdown
             |           ↓
             |           |
             |           |
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ઘટક કાયG

કેપે4સટર લાેડ રે9સES સાથે પેરેલલમાં pેડાયેલ

કાયG 4સVાંત
• વાેLેજના 9શખર દરHમયાન ચાજb થાય છે
• વાેLેજના Iડપ દરHમયાન Iડ�ાજb થાય છે
• ચાજbના ભંડાર તરીકે કાયb કરે છે

વેવફાેuG • Iરપલ ના�ધપા� રીતે ઘટાડે છે
• અાઉટપુટમાં થાેડાે Iડ�ાજb zલાેપ હાેય છે

મુ> પાેઇ[્સ:

ફાેરવડG  {ેશાે`: Si માટે ~0.7V, Ge માટે ~0.3V

ફાેરવડG  "રજન: ઉw કG67gવટી

"રવસG "રજન: ખૂબ ઉw >gતરાેધ

^ેકડાઉન "રજન: Iરવસb કરંટમાં અચાનક વધારાે

મેમરી ટD ીક: "FBRL" - Forward Bias Resists Little, reverse blocks lots

59ન 3(c) [7 ગુણ]  
તરંગ |}પાે સાથે કેપે4સટર ઇનપુટ અને ચાેક ઇનપુટ "ફSરની કામગીરી સમNવાે.

જવાબ:

1. કેપે4સટર ઇનપુટ "ફSર

ફાયદાઅાે:

ઉw DC અાઉટપુટ વાેLેજ

સરળ અને અાMથc ક

સારંુ Iરપલ Iરડ�ન

મયાGદાઅાે:

નબળું  વાેLેજ રેeયુલેશન

ઉw પીક ડાયાેડ કરંટ

અાેછા કરંટ અેfTકેશન માટે યાેeય

2. ચાેક ઇનપુટ "ફSર
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ઘટક કાયG

ઇOcર (ચાેક) લાેડ સાથે �ેણીમાં pેડાયેલ

કેપે4સટર લાેડ સાથે પેરેલલમાં pેડાયેલ

કાયG 4સVાંત • ઇG7ર કરંટ પIરવતbનનાે gવરાેધ કરે છે
• કેપે9સટર બાકીના Iરપલને �ૂધ કરે છે

વેવફાેuG • વધુ સતત કરંટ
• અાેછંુ પરંતુ વધુ C|ર અાઉટપુટ વાેLેજ

Rectifier 
Output

Capacitor/Choke 
Input

Filtered Output

ફાયદાઅાે:

વધુ સારંુ વાેLેજ રેeયુલેશન

અાેછા પીક ડાયાેડ કરંટ

ઉw કરંટ અેfTકેશન માટે યાેeય

મયાGદાઅાે:

અાેછંુ DC અાઉટપુટ વાેLેજ

વધુ ખચાbળ

કેપે9સટર IફLર કરતા ંવધુ માેટંુ

 

વેવફાેમG તુલના:

મેમરી ટD ીક: "VOICE" - Voltage Output Is Constant with Either filter, but choke gives better regulation

59ન 3(a) OR [3 ગુણ]  

Rectifier output:     __      __      __
                     /  \    /  \    /  \
                    /    \  /    \  /    \
           0 ______/      \/      \/      \____

Capacitor filter:    ___     ___     ___
                     \  \    \  \    \  \
                      \  \    \  \    \  \
           0 _________\__\____\__\____\__\____

Choke filter:         __________ __________
                     /          /
                    /          /
           0 ______/          /____________
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કાયG વણGન

વાેSેજ રે~યુલેશન ઇનપુટ વેIરઅેશન છતાં C|ર અાઉટપુટ વાેLેજ pળવે છે

વાેSેજ રેફરU સIકc ટમાં ચાે સ રેફરS વાેLેજ >દાન કરે છે

વાેSેજ 5ાેટેlન વાેLેજ ¡ાઇ�થી સIકc ટને નુકસાન થતું અટકાવે છે

વાેSેજ dલfમ"ટJ ગ 9સ;લ વાેLેજને પૂવbIનધાbIરત zતરે ¢£પ કરે છે

વેવફાેમG ��*પJ ગ વાેLેજ zતરને મયાbIદત કરીને વેવફાે¤bન ેઅાકાર અાપે છે

લાW,ણકતા વણGન

બાંધકામ • ડાયરે7 બેGગેપ સેHમકG7રથી બનેલું P-N જં�ન
• સામા` મટીIરયલ: GaAs, GaP, AlGaInP, InGaN

કાયG 4સVાંત • ઇલે78ાેZુHમIનસS: ઇલે78ાેS હાે� સાથે Iરકાે¥ાઇન થાય છે
• ઊpb ફાેટાેS (>કાશ) તરીકે મુv થાય છે

ફાેરવડG  વાેSેજ
• લાલ: 1.8-2.1V
• લીલાે: 2.0-3.0V
• વાદળી/સફેદ: 3.0-3.5V

ઉપલ� રંગાે • સેHમકG7ર મટીIરયલ પર અાધાIરત
• લાલ, લીલાે, પીળાે, વાદળી, સફેદ, IR, UV

I-V લાW,ણકતાઅાે
• �ેશાે�થી ઉપર ફાેરવડb  બાયસ પર કG7 કરે છે
• કરંટ-મયાbIદત રે9સEરની જ0ર પડે છે
• 5V ઉપરના Iરવસb બાયસથી નુકસાન થાય છે

ઉપયાેગાે • ઇ§Gકેટસb, IડzTે, લાઇIટNગ, અાે�ાેકપલસb

Forward 
Bias

Voltage 
Applied

Electron-Hole 
Recombination

Energy Released Light 
Emission

ઝેનર ડાયાેડનુ ંકાયG અને મહp જણાવાે.

જવાબ:

ઝેનર ડાયાેડનુ ંકાયG અને મહp

મેમરી ટD ીક: "VPRVW" - Voltage Protection, Regulation, and Voltage Waveform control

59ન 3(b) OR [4 ગુણ]  
5કાશ ઉ�જGક ડાયાેડ (LED) ને તેની લાW,ણકતા સાથે વણGવા.ે

જવાબ:

લાઈટ અેfમ"ટJ ગ ડાયાેડ (LED) લાW,ણકતાઅાે
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ઘટક કાયG

સ"કg ટ HD�ર લાેડ સાથે પેરેલલમાં pેડાયેલ કેપે9સટર

અાેપરેશન
• કેપે9સટર પીક વાેLેજ સુધી ચાજb થાય છે
• qારે વાેLેજ ઘટે છે tારે લાેડ ¨ારા ધીમે ધીમે Iડ�ાજb થાય છે
• ચાજbના ભંડાર તરીકે કાયb કરે છે

કામગીરી
• સારંુ Iરપલ Iરડ�ન
• ઉw અાઉટપુટ વાેLેજ
• વેIરNગ લાેડ હેઠળ નબળું  રેeયુલેશન

ઘટક કાયG

સ"કg ટ HD�ર �ેણીમાં ઇG7ર (ચાેક), પેરેલલમાં કેપે9સટર

અાેપરેશન
• ઇG7ર કરંટમાં ફેરફારનાે gવરાેધ કરે છે
• કરંટ >વાહને �ૂધ કરે છે
• કેપે9સટર વધુ વાેLેજ Iરપ�ને IફLર કરે છે

કામગીરી
• વધુ સારંુ વાેLેજ રેeયુલેશન
• અાેછંુ અાઉટપુટ વાેLેજ
• ઉw-કરંટ અેfTકેશન માટે સારંુ

મેમરી ટD ીક: "CRAVE" - Current Regulated And Voltage Emits light

59ન 3(c) OR [7 ગુણ]  
કેપે4સટર ઇનપુટ અન ેચાેક ઇનપુટ "ફSરનુ ંકાયG સમNવાે.

જવાબ:

કેપે4સટર ઇનપુટ "ફSર:

સ"કg ટ ડાયાEામ:

ચાેક ઇનપુટ "ફSર:

સ"કg ટ ડાયાEામ:

    +------|>|------+
    |      D1       |
AC  |               | Load
In  |               | RL    +
    +------|<|------+-----||---+
    |      D2       |     C    |
    +---------------+----------+
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પેરામીટર કેપે4સટર ઇનપુટ ચાેક ઇનપુટ

અાઉટપુટ વાેSેજ ઉw (≈1.4Vm) નીચું (≈0.9Vm)

"રપલ ફેcર ઉw નીચાે

વાેSેજ રે~યુલેશન નબળું સારંુ

ડાયાેડ કરંટ ઉw પીક કરંટ નીચા પીક કરંટ

"કJ મત & કદ અાેછી, નાનું ઉw, માેટંુ

ઉપયાેગાે અાેછા કરંટની જ0Iરયાત ઉw કરંટની જ0Iરયાત

તુલના:

મેમરી ટD ીક: "CHEER" - Capacitor Holds Energy, inductor Ensures Regulated current

59ન 4(a) [3 ગુણ]  
PN જંlન ડાયાેડની લાW,ણકતાઅાેની ચચાG કરા.ે

જવાબ:

PN જંlન ડાયાેડની લાW,ણકતાઅાે

    +------|>|------+
    |      D1       |
AC  |               +----LLLLL----+
In  |                     L       |
    +------|<|------+          RL +
    |      D2       |     C       |
    +---------------+----||-------+
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લાW,ણકતા વણGન

ફાેરવડG  બાયસ
• �ેશાે�થી વધુ વાેLેજ (Si માટે 0.7V, Ge માટે 0.3V) પર કG7 કરે છે
• વાેLેજ સાથે કરંટ અે�પાેને��યલી વધે છે
• અાેછા રે9ઝESની C|gત

"રવસG બાયસ
• કરંટ >વાહને અવરાેધે છે
• નાનાે લીકેજ કરંટ (μA)
• ઉw રે9ઝESની C|gત

^ેકડાઉન
• ચાે સ Iરવસb વાેLેજ પર થાય છે
• કરંટ ઝડપથી વધે છે
• pે કરંટ મયાbIદત ન હાેય તાે ડાયાેડને નુકસાન થઈ શકે છે

તાપમાનની અસરાે • તાપમાન સાથે ફાેરવડb  વાેLેજ ઘટે છે
• દર 10°C પર Iરવસb લીકેજ કરંટ બમણાે થાય છે

કેપે4સટU • જં�ન કેપે9સટS લાગુ વાેLેજ સાથે બદલાય છે
• ફાેરવડb  બાયસમાં વધુ

પેરામીટર P-N જંlન ડાયાેડ ઝેનર ડાયાેડ

4સ�ાેલ ▶〈 ▶〈▶

ફાેરવડG  અાેપરેશન 0.7V ઉપર કG7 કરે છે 0.7V ઉપર કG7 કરે છે (સમાન)

"રવસG અાેપરેશન jેકડાઉન સુધી કરંટને અવરાેધે છે Iનયંg�ત jેકડાઉનમાં કાયb કરવા માટે Iડઝાઇન કરેલ છે

^ેકડાઉન વાેSેજ ઉw, ચાે સ રીતે IનIદc© નથી અાેછંુ, ચાે સ રીતે IનIદc© (2-200V)

"રવસG ^ેકડાઉન pે મયાbIદત ન હાેય તાે gવનાશક �બન-gવનાશક, કાયb માટે ઉપયાેગમાં લેવાય છે

ઉપયાેગાે રે67Iફકેશન, ª�oચN ગ વાેLેજ રેeયુલેશન, >ાેટે�ન

ડાે*પJ ગ લેવલ સામા` ડાેHપN ગ jેકડાઉન Iનયંg�ત કરવા માટે ભારે ડાેHપN ગ

મેમરી ટD ીક: "FRBCT" - Forward conducts, Reverse blocks, Breakdown destroys, Capacitance changes, 
Temperature affects

59ન 4(b) [4 ગુણ]  
પી-અેન જંlન ડાયાેડ અન ેઝેનર ડાયાેડ વmે સરખામણી કરાે.

જવાબ:

ટેબલ: P-N જંlન ડાયાેડ vs. ઝેનર ડાયાેડ

મેમરી ટD ીક: "FORBAR" - Forward Operation is Regular, Breakdown Application is the Real difference

59ન 4(c) [7 ગુણ]  
વાેSેજ રે~યુલેટર તરીકે ઝેનર ડાયાેડનુ ંકાયG સમNવા.ે
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ઘટક કાયG

ઝેનર ડાયાેડ jેકડાઉન �ે�માં કાે~\ વાેLેજ pળવે છે

સીરીઝ રે4સHર (Rs) કરંટને મયાbIદત કરે છે અને વધારાના વાેLેજને ડ8 ાેપ કરે છે

લાેડ રે4સHર (RL) પાવર અાપવામાં અાવેલ સIકc ટનું >gતIન«ધ� કરે છે

Input 
Voltage

Series 
Resistor

Output Voltage

Load

Zener 
Diode

Ground

જવાબ:

ઝેનર ડાયાેડ અઝ વાેSેજ રે~યુલેટર

કાયG 4સVાંત:

1. ઝેનર ડાયાેડ Iરવસb બાયસમાં pેડાયેલ છે

2. qારે ઇનપુટ વાેLેજ ઝેનર વાેLેજથી વધે છે, tારે ડાયાેડ કG7 કરે છે

3. વધારાનું વાેLેજ સીરીઝ રે9સEર પર ડ8 ાેપ થાય છે

4. અાઉટપુટ વાેLેજ ઝેનર વાેLેજ પર C|ર રહે છે

 

સ"કg ટ ડાયાEામ:

રે~યુલેશન કે4સસ:

     +----[Rs]-----+-----+
     |             |     |
Vin  |             +    RL   Vout = Vz
     |             |     |
     +--------|>|--+-----+
              Zener
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��fત 5fત"#યા

ઇનપુટ વાેSેજ વધે છે
• ઝેનર ¨ારા વધુ કરંટ
• Rs પર વધુ વાેLેજ ડ8 ાેપ
• અાઉટપુટ Vz પર રહે છે

ઇનપુટ વાેSેજ ઘટે છે
• ઝેનર ¨ારા અાેછાે કરંટ
• Rs પર અાેછાે વાેLેજ ડ8 ાેપ
• અાઉટપુટ Vz પર રહે છે (લઘુ}મ અાેપરેIટNગ વાેLેજ સુધી)

લાેડ કરંટ વધે છે • ઝેનર ¨ારા અાેછાે કરંટ
• લઘુ}મ ઝેનર કરંટ સુધી અાઉટપુટ વાેLેજ C|ર

લાેડ કરંટ ઘટે છે • ઝેનર ¨ારા વધુ કરંટ
• અાઉટપુટ વાેLેજ C|ર રહે છે

પાસું વણGન

=ા>ા • ઇલે678કલ 9સ;લને અેિ­Tફાય/ª�ચ કરતું સેHમકG7ર Iડવાઇસ
• �ણ-ટHમc નલ Iડવાઇસ: અેHમટર, બેઝ, કલે7ર

5કારાે • બાયપાેલર જં�ન ટ8 ાCDEર (BJT): NPN, PNP
• ફી� ઇફે7 ટ8 ાCDEર (FET): JFET, MOSFET

કાયG 4સVાંત
• કરંટ/વાેLેજ Iનયંg�ત Iડવાઇસ
• નાના બેઝ કરંટ માેટા કલે7ર કરંટને Iનયંg�ત કરે છે (BJT)
• ગેટ વાેLેજ ચેનલ કG67gવટી Iનયંg�ત કરે છે (FET)

ઉપયાેગાે
• અેિ­TIફકેશન: અાેIડયાે, RF, પાવર
• ª�oચN ગ: Iડoજટલ સIકc ટ
• અાે9સલેટસb અને 9સ;લ જનરેશન

મહp • અાધુIનક ઇલે78ાેIન�ના ેપાયાે
• ઇલે78ાેIનક Iડવાઇસના HમIનઅેચરાઇઝેશનન ેશ® બના¯ું

મયાGદાઅાે:

ઝેનર અને Rs માં પાવર Iડ9સપેશન

લઘુ}મ ઇનપુટ વાેLેજની અાવ�યકતા (Vin > Vz + Rs પર વાેLેજ ડ8 ાેપ)

મયાbIદત કરંટ �મતા

મેમરી ટD ીક: "VISOR" - Voltage In Stays Out Regulated

59ન 4(a) OR [3 ગુણ]  
ટD ા��Hરની ટંૂકમાં ચચાG કરા.ે

જવાબ:

ટD ા��Hર અાેવર=ુ
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પેરામીટર =ા>ા ફાેzુGલા

α (અા�ા) • કાેમન બેઝ (CB) કરંટ ગેઇન
• કલે7ર કરંટ અને અેHમટર કરંટનાે ગુણાે}ર

α = IC/IE

β (બીટા) • કાેમન અેHમટર (CE) કરંટ ગેઇન
• કલે7ર કરંટ અને બેઝ કરંટનાે ગુણાે}ર

β = IC/IB

મેમરી ટD ીક: "TAWAI" - Transistors Amplify, Work As switches, and are Integral to electronics

59ન 4(b) OR [4 ગુણ]  
ટD ા��Hર અે�લીફાયર માટે α અને β વmેનાે સંબંધ મેળવા.ે

જવાબ:

α અને β વmેનાે સંબંધ

ડે"રવેશન Hે�સ:

1. અાપણે pણીઅે છીઅ ેકે અેHમટર કરંટ બેઝ અન ેકલે7ર કરંટનાે સરવાળાે છે:
IE = IB + IC

2. અાnા ¯ા°ા:
α = IC/IE

3. બીટા ¯ા°ા:
β = IC/IB

4. Eેપ 1થી, અાપણે લખી શકીઅે:
IB = IE - IC

5. બીટા ¯ા°ામાં સ±²³ુશન:
β = IC/(IE - IC)

6. અાnા ¯ા°ાના ેઉપયાેગ કરીને, IC = α × IE:

β = (α × IE)/(IE - α × IE)

7. સરળીકરણ:
β = α/(1 - α)

8. તેનાથી gવપરીત, અાપણ ેα ને β ના સંદભbમાં પણ ¯v કરી શકીઅ:ે
α = β/(β + 1)

સંબંધ ટેબલ:
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α (અા�ા) β (બીટા)

0.9 9

0.95 19

0.98 49

0.99 99

0.995 199

પેરામીટર NPN ટD ા��Hર PNP ટD ા��Hર

HD�ર
• N->કાર (અેHમટર)
• P->કાર (બેઝ)
• N->કાર (કલે7ર)

• P->કાર (અેHમટર)
• N->કાર (બેઝ)
• P->કાર (કલે7ર)

4સ�ાેલ    

મટી"રયલ

• 9સMલકાેન અથવા જમ�Iનયમ
• અેHમટર: ભારે ડાે� N->કાર
• બેઝ: હળવા ડાે� P->કાર
• કલે7ર: મ´મ ડાે� N->કાર

• 9સMલકાેન અથવા જમ�Iનયમ
• અેHમટર: ભારે ડાે� P->કાર
• બેઝ: હળવા ડાે� N->કાર
• કલે7ર: મ´મ ડાે� P->કાર

Nડાઈ • બેઝ: ખૂબ જ પાતળી (1-10 μm)
• કલે7ર: સાૈથી pડી �ે�

• બેઝ: ખૂબ જ પાતળી (1-10 μm)
• કલે7ર: સાૈથી pડી �ે�

ડાે*પJ ગ લેવલ
• અેHમટર: સાૈથી ઊચંું
• બેઝ: સાૈથી નીચું
• કલે7ર: મ´મ

• અેHમટર: સાૈથી ઊચંું
• બેઝ: સાૈથી નીચું
• કલે7ર: મ´મ

મેમરી ટD ીક: "ABR" - Alpha and Beta are Related by α = β/(β+1) or β = α/(1-α)

59ન 4(c) OR [7 ગુણ]  
NPN અને PNP ટD ા��Hરનું બાંધકામ fવગતવાર સમNવાે.

જવાબ:

NPN અને PNP ટD ા��Hરનું બાંધકામ

NPN ટD ા��Hર બાંધકામ:
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Silicon Wafer Epitaxial Layer Growth Diffusion of Dopants Oxide Insulation Metallization Packaging

PNP ટD ા��Hર બાંધકામ:

મે6ુફે�"રJગ 5ાેસેસ:

1. સેHમકG7ર સબE8ેટ (N અથવા P >કાર) થી શ0 કરાે

2. અેHપટે��યલ kાેથ ¨ારા લેયસb બનાવાે

3. Iડ¶ુઝન અથવા અાયન ઇ­Tા\ેશન ¨ારા જં�ન બનાવાે

4. ટHમc ન� માટે મેટલ કાે\ે7્સ ઉમેરાે

5. >ાેટે67વ કેસમાં પેકેoજNગ કરાે

 

મેમરી ટD ીક: "ENB-CPM" - Emitter has N in NPN, Collector is Proportionally Medium-doped

59ન 5(a) [3 ગુણ]  
ટંૂકમાં ઈ-વેH સમNવા.ે

જવાબ:

ઇલેcDાે*નક વેH (ઈ-વેH)

    Emitter (N)   Base (P)   Collector (N)
       |            |            |
       v            v            v
    +------+     +---+     +----------+
    |  N+  |     | P |     |    N     |
    +------+     +---+     +----------+
       |           |           |
       |           |           |
       E           B           C

    Emitter (P)   Base (N)   Collector (P)
       |            |            |
       v            v            v
    +------+     +---+     +----------+
    |  P+  |     | N |     |    P     |
    +------+     +---+     +----------+
       |           |           |
       |           |           |
       E           B           C
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પાસું વણGન

=ા>ા • ફ� કી દીધેલા ઇલે78ાેIનક ઉપકરણાે અને સાધનાે
• મૂZવાન સામkી અને pેખમી પદાથા� બંને ધરાવે છે

�ાેતાે
• કાે­·ુટર, ફાેન, ટીવી, ઉપકરણાે
• સIકc ટ બાેડb , બેટરી, IડzTે
• અાેIફસ ઉપકરણાે, મેIડકલ Iડવાઇસ

�ચJ તાઅાે
• ઝેરી પદાથા� (લેડ, મ®ુbરી, કેડHમયમ) ધરાવે છે
• અયાેeય રીતે Iડ¡ાેઝ કરવાથી પયાbવરણ >દૂષણ
• માનવ અને વ`mવન માટે અારાેeય pેખમાે

મહp
• gવhમાં સાૈથી ઝડપથી વધતાે કચરાનાે >વાહ
• સંસાધન પુનઃ>ા¹ºની �મતા (સાેનું, ચાંદી, તાંબું)
• gવ9શ© હેGMલN ગની જ0ર

મેમરી ટD ીક: "TECH" - Toxic Electronics Create Hazards when improperly disposed

59ન 5(b) [4 ગુણ]  
અાકૃfત સાથે NPN ટD ા��Hરની કામગીરી સમNવા.ે

જવાબ:

NPN ટD ા��Hર અાેપરેશન

4સ�ાેલ અને બે4સક અાેપરેશન:

બે4સક અાેપરે"ટJ ગ �5�Uપલ:

બેઝ-અેHમટર જં�ન ફાેરવડb  બાય� છે

બેઝ-કલે7ર જં�ન Iરવસb બાય� છે

નાનાે બેઝ કરંટ માેટા કલે7ર કરંટને Iનયંg�ત કરે છે

      Collector (C)
          |
          |
          v
    +-----+-----+
    |     |     |
    |    / \    |
Base|---|   |---| Collector
(B) |    \ /    |
    |     |     |
    +-----+-----+
          |
          |
          v
       Emitter (E)
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અાેપરે"ટJ ગ માેડ બાય4સJ ગ ��fતઅાે વણGન

અેncવ માેડ • B-E: ફાેરવડb  બાય�
• B-C: Iરવસb બાય�

• સામા` અેિ­TIફકેશન માેડ
• IC = β × IB

કટઅાેફ માેડ • B-E: Iરવસb બાય�
• B-C: Iરવસb બાય�

• ટ8 ાCDEર OFF
• કાેઈ કલે7ર કરંટ નહ�

સેચુરેશન માેડ • B-E: ફાેરવડb  બાય�
• B-C: ફાેરવડb  બાય�

• ટ8 ાCDEર પૂરાે ON
• મહ}મ કલે7ર કરંટ

Base Current Injected
Electrons from Emitter 

Enter Base
Most Electrons Reach 

Collector

Small Change in Base 
Current Controls Larger 

Collector Current

ઘટક વણGન

સ"કg ટ કાે��ગરેશન
• અેHમટર ઇનપુટ અને અાઉટપુટ બંને માટે કાેમન છે
• બેઝ અને અેHમટર વwે ઇનપુટ
• કલે7ર અને અેHમટર વwે અાઉટપુટ

ઇનપુટ પેરામીટસG
• બેઝ કરંટ (IB)

• બેઝ-અેHમટર વાેLેજ (VBE)

અાઉટપુટ પેરામીટસG
• કલે7ર કરંટ (IC)

• કલે7ર-અેHમટર વાેLેજ (VCE)

 

NPN ટD ા��Hરમાં કરંટ �લાે:

ઇલે78ાેS અેHમટરથી કલે7ર તરફ વહે છે

નાનાે બેઝ કરંટ માેટા કલે7ર કરંટને Iનયંg�ત કરે છે

અેિ­TIફકેશન ફે7ર (β) = IC/IB

મેમરી ટD ીક: "BECAN" - Base current Enables Collector-to-emitter current Amplification in NPN

59ન 5(c) [7 ગુણ]  
ઇનપુટ અને અાઉટપુટ લાW,ણકતાઅા ેસાથે ટD ા��Hરનુ ંકાેમન અેfમટર (CE) }પરેખાંકન સમNવાે.

જવાબ:

કાેમન અેfમટર (CE) કાે��ગરેશન

સ"કg ટ ડાયાEામ:

                 +Vcc
                   |
                   |
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ઇનપુટ લાW,ણકતાઅા:ે

gવgવધ VCE મૂZા ેમાટે IB vs VBE Tાેટ કરે છે

ફાેરવડb -બાય� ડાયાેડ લા�»ણકતા જવેુ ંદેખાય છે

9સMલકાેન ટ8 ાCDEર માટે �ેશાે� વાેLેજ ~0.7V

અાઉટપુટ લાW,ણકતાઅા:ે

gવgવધ IB મૂZાે માટે IC vs VCE Tાેટ કરે છે

�ણ �ે�ાે બતાવે છે: અે67વ, સેચુરેશન, કટઅાેફ

                  RL
                   |
                   |
    +-----+    +---o--- Vout
    |     |    |   |
Vin o-----o----|B  C
    |     |    |   |
    RB    |    |   |
    |     |    |E  |
    |     |    |   |
    +-----+----+---o--- GND
                   |
                  RE
                   |
                   +

    IB (μA)
      ↑
      |                /
      |               /
      |              /
      |             /
      |            /
      |           /
      |          /
      |         /
    --|--------/---------------→ VBE (V)
      |     0.7V

    IC (mA)
      ↑
      |                 ________ IB = 50μA
      |                /
      |               /________ IB = 40μA
      |              /
      |             /_________ IB = 30μA
      |            /
      |           /__________ IB = 20μA
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લાW,ણકતાઅાે:

કરંટ ગેઇન (β) = IC/IB (સામા` રીતે 50-200)

ઇનપુટ રે9ઝES: 1-2 kΩ

અાઉટપુટ રે9ઝES: 40-50 kΩ

ફેઝ 9શ¼: ઇનપુટ અન ેઅાઉટપુટ વwે 180°

મેમરી ટD ીક: "CASIO" - Common emitter Amplifies Signals with Inverted Output

59ન 5(a) OR [3 ગુણ]  
ઈ-કચરાના 5કારાે જણાવાે.

જવાબ:

ઇલેcDાે*નક વેH (ઈ-વેH) ના 5કારાે

      |          /
      |         /____________ IB = 10μA
      |        /
      |       /
    --|------/-------------------→ VCE (V)
      |  Saturation│  Active
      |  Region    │  Region
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કેટેગરી ઉદાહરણાે

IT & ટેdલકાેzુ*નકેશન
• કાે­·ુટર, લેપટાેપ, H>\ર
• માેબાઇલ ફાેન, ટે]લેટ
• સવbર, નેટવIક½ ગ ઇCRપમે\

ક�્યુમર ઇલેcDાે*ન�
• ટીવી, માેIનટર, અાેIડયાે ઇCRપમે\
• DVD/]લુ-રે Tેયર
• કેમેરા, gવIડયા ેરેકાેડb ર

હાેમ અેTાય�Uસ
• રેIQજરેટર, વાે9શN ગ મશીન
• માઇyાેવેવ અાેવન, અેર ક§Gશનર
• નાના રસાેડાના ઉપકરણાે

લાઇ"ટJ ગ ઇ��પમે[ • Xલાેરસ\ લે{, LED લાઇટ્સ
• હાઈ-ઇ\ેfSટી Iડ�ાજb લે{

ઇલેncDકલ & ઇલેcDાે*નક ટૂ� • Iડ8લ, સાૅ, સાે�IરNગ ઇCRપમે\
• લાૅન માેવર, ગાડb IનN ગ ટૂ�

મે"ડકલ "ડવાઇ4સસ
• ડાય;ાેUEક ઇCRપમે\
• ટ8 ીટમે\ ઇCRપમે\
• લેબ ઇCRપમે\

માે*નટ"રJગ ઇ��મે[્સ
• �ાેક Iડટે7ર
• થમા�Eેટ
• કંટ8 ાેલ પેનલ

ઇલેcDાે*નક કાે�ાેન[્સ
• સIકc ટ બાેડb
• બેટરી
• કેબલ અને વાયર

મેમરી ટD ીક: "CLIMATE" - Computing, Lighting, Industrial, Medical, Appliances, Telecommunications, Electronic 
components

59ન 5(b) OR [4 ગુણ]  
ઇલેcDાે*ન� વેHની fવfવધ �ેણીઅાેનું વણGન કરાે.

જવાબ:

ઇલેcDાે*નક વેHની �ેણીઅાે
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�ેણી વણGન ઉદાહરણાે

માેટા ઘરેલુ ઉપકરણાે • ભારે અાઇટમ ઉw ધાત ુસામkી સાથે
• અ�ર રેIQજર\ ધરાવે છે

• રેIQજરેટર, Qીઝર
• વાે9શN ગ મશીન
• અેર ક§Gશનર

નાના ઘરેલુ ઉપકરણાે • પાેટ�બલ ઘરેલુ Iડવાઇસ
• Hમ� સામkી ક{ાે9ઝશન

• વે®ુમ £ીનર
• ટાેEર, કાેફી મશીન
• ઇલે678ક પંખા

IT & ટેdલકાેમ ઇ��પમે[ • ડેટા >ાેસે9સN ગ/કાે¾ુIનકેશન Iડવાઇસ
• ઉw IકN મતી ધાતુ સામkી

• કાે­·ુટર, લેપટાેપ
• H>\ર, કાેHપN ગ ઇCRપમે\
• માેબાઇલ ફાેન, ટેMલકાેમ ઇCRપમે\

ક�્યુમર ઇ��પમે[ • મનાેરંજન/મીIડયા Iડવાઇસ
• અ�ર IડzTે ¿ીન સાથે

• ટીવી, માેIનટર
• અાેIડયાે/gવIડયાે ઇCRપમે\
• ¾ુ9ઝકલ ઇ~�મે\

લાઇ"ટJ ગ ઇ��પમે[ • મ®ુbરી અને અ` ધાતુઅાે ધરાવે છે
• gવશેષ હેGMલN ગની જ0ર

• Xલાેરસ\ લે{
• હાઈ-ઇ\ેfSટી Iડ�ાજb લે{
• LED લાઇIટNગ

ઇલેncDકલ & ઇલેcDાે*નક
ટૂ�

• પાેટ�બલ અથવા IફÀ પાવર ટૂ�
• ઊચંી માેટર સામkી

• Iડ8લ, સાૅ
• 9સલાઈ મશીન
• બાંધકામ ઉપકરણાે

ટાે�સ & �ાેટ્Gસ ઇ��પમે[ • ઇલે78ાેIનક રમતાે અને મનાેરંજન અાઇટમ
• Hમ� TાUEક અને ઇલે78ાેIનક ઘટકાે

• gવIડયાે ગેમ કSાેલ
• ઇલે678ક ટ8ેન/રે9સN ગ સેટ
• ઇલે78ાેIન� સાથે અે�રસાઇઝ
ઇCRપમે\

મે"ડકલ "ડવાઇ4સસ
• gવ9શ© હેÁકેર ઇCRપમે\
• અ�ર મૂZવાન અને pેખમી સામkી ધરાવે
છે

• ડાય;ાેUEક ઇCRપમે\
• રેIડઅેશન થેરાપી ઇCRપમે\
• લેબાેરેટરી ઇCRપમે\
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29%

25%
17%

14%

10%
5%

"Typical E-Waste Composition by Category"

Large Appliances
IT & Telecom
Consumer Electronics
Small Appliances
Other Categories
Lighting

5દેશ ��fત ��fતઅાે લાW,ણકતાઅાે

કટઅાેફ 5દેશ OFF
• VBE < 0.7V

• IB ≈ 0

• IC ≈ 0

• VCE ≈ VCC

• ઉw ઇ{ીડS

સેચુરેશન 5દેશ ON
• VBE > 0.7V

• IB > IC/β

• IC ≈ IC(sat)

• VCE ≈ 0.2V

• અાેછાે ઇ{ીડS

 

મેમરી ટD ીક: "LIMCEST" - Large appliances, IT equipment, Medical devices, Consumer electronics, Electronic 
tools, Small appliances, Telecom equipment

59ન 5(c) OR [7 ગુણ]  
ટD ા��Hરને કટઅાેફ અને સંતૃ�� 5દેશમા ં�|ચ તરીકે સમNવાે.

જવાબ:

ટD ા��Hર અેઝ અે �|ચ

સ"કg ટ ડાયાEામ:

                  +Vcc
                    |
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V < 0.7V

V > 0.7V

Input Signal Voltage Level?

Cutoff Region
Switch OFF

Saturation 
Region

Switch ON

High 
V_CE

No Current

Low V_CE
Maximum 
Current

કટઅાેફ અાેપરેશન (OFF Hેટ):

ઇનપુટ વાેLેજ 0.7V કરતા ંનીચે છે (સામા` રીતે 0V)

બેઝ-અેHમટર જં�ન ફાેરવડb  બાય� નથી

કાેઈ બેઝ કરંટ વહેતાે નથી (IB ≈ 0)

કાેઈ કલે7ર કરંટ વહેતાે નથી (IC ≈ 0)

કલે7ર-અેHમટર વાેLેજ લગભગ VCC છે

ટ8 ાCDEર અાેપન ª�ચ તરીકે કાયb કરે છે

સેચુરેશન અાેપરેશન (ON Hેટ):

ઇનપુટ વાેLેજ 0.7V થી ઉપર છે

બેઝ-અેHમટર જં�ન ફાેરવડb  બાય� છે

પૂરતાે બેઝ કરંટ વહે છે (IB > IC/β)

કલે7ર કરંટ મહ}મ zતરે પહા�ચે છે (IC(sat))

કલે7ર-અેHમટર વાેLેજ લઘુ}મ થઈ pય છે (VCE(sat) ≈ 0.2V)

ટ8 ાCDEર £ાેઝ્ડ ª�ચ તરીકે કાયb કરે છે

 

ઉપયાેગાે:

Iડoજટલ લાેoજક સIકc ટ

                    |
                    R
                    |
                    |
                    C
           +--------+--------+
           |                 |
Input o----+----[RB]----+B   |
           |        |E  |    |
           |        |   |    |
           +--------+---+----o Output
                    |
                    |
                   GND
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Iરલે અને માેટર ડ8 ાઇવર

LED અને લે{ કંટ8 ાેલ

પાવર કÂવટbર

9સ;લ ક§GશIનN ગ

મુ> "ડઝાઇન fવચારણાઅા:ે

બેઝ રે9સEર (RB) બેઝ કરંટને મયાbIદત કરે છે

કલે7ર રે9સEર (RC) કલે7ર કરંટને મયાbIદત કરે છે

gવhસનીય ª�oચN ગ માટે સેચુરેશનમાં IB > IC/β હાેવું જ0રી છે

ઝડપી ª�oચN ગ માટે ચાજb Eાેરેજ ઇફે7્સનું ´ાન રાખવું જ0રી છે

મેમરી ટD ીક: "COSVL" - Cutoff means Off State with Vce Large, saturation means low Vce
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